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【はじめに】 

量子ビームは物質の情報を与えるプロー

ブとして利用されるが、近年は対象とする

材料の多様化に伴い、量子ビームを融合化

した多量子ビーム利用が主流となりつつあ

る。その多量子ビーム検出器として、我々

は超伝導トンネル接合(STJ)素子に着目し、

研究を行っている。本研究で提案するのは、
10

B 中性子吸収体付き STJ検出器である。基

板裏面をエッチングして各素子を独立させ、

アレイ化することで位置分解能を高めるこ

とができる。前回は STJ検出器の裏面エッ

チング前後の I-V特性を比較し、特性に影

響がないことを確認した[1]。そこで本研究

は検出器として用いる際の極低温下での測

定を行い、素子の特性の評価を行った。 

【試料作製】 

Si基板の加工には、C4F8ガスと SF6ガス

を用いた高アスペクト比の Si高速深掘りエ

ッチング技術を用いた。エッチング時間と

深さの関係の一例を Fig.1 に示す。各プロッ

ト点は円の直径を表しており、直径が大き

いほどエッチング速度は速くなる。 

素子の作製は、まず Si/SiN 基板上に

Nb/Al-AlOx/Nb 積層膜を堆積させ、基板の表

裏で素子の位置を合わせるために、貫通孔

であるアライメントマークを深堀エッチン

グで形成した。それを目印に表側に素子を

作製し、その後裏面エッチングを行った。 

 

【極低温下における測定】 

作製した STJ検出器を 4.2Kの温度下で測

定した結果、基板に深掘り加工後において

良好な I-V特性を得ることができた。極低

温に冷やした際のサブギャップ電流の変化

を Fig.2に示す。同図は 1.6K付近まで温度

を下げた結果であり、理論値に沿って指数

関数的に減少していることが分かる。 
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